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１．概要（Summary ）： 

MEMS デバイスの真空中での温度特性評価を目的

に、評価を実施。従来は低温（0度以下）で異常な挙

動を示していたが、MEMS デバイスを一部開口した

容器内に搭載して測定することで、期待する測定結果

が得られた。容器中に搭載することで、低温側での結

露の影響を改善することによるものと考えられる。 

 

２．実験（Experimental）： 

・真空プローバ 

・インピーダンスアナライザ 

MEMS 構造形成済みのチップをプローバステージ

にセット。雰囲気は 0.5Paで設定。ステージ温度-40℃

～85℃で評価を実施。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

 前課題期間中(F13002)に、MEMSデバイスの真空

中での温度特性は測定できたが、低温（0度以下）の

測定結果が不連続となっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Temperature characteristics of MEMS device 

      Before improvement of measurement system 

 

MEMS チップを一部開口した容器内に搭載して測定

をおこなうことで、Fig.2 に示すように低温側でも連

続した 2次曲線を示す結果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Temperature characteristics of MEMS device 

     After improvement of measurement system 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

測定効率を上げるために、4inch、6inchといったウ

ェハレベルの温度特性評価ができるよう方法を検討

したい。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

なし。 

 

６．関連特許（Patent）： 

なし。 


